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(54) Title: ENCAPSULATION OF AN OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTOR COMPONENT WITH AN OPTICAL ELEMENT 
AND METHOD OF PRODUCING THE SAME 

(54) Bezeichnung: VERKAPSELUNG EINES OPTOELEKTRONISCHEN HALBLEITER-BAUELEMENTS MIT EINEM OPTISCHEN 
ELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG 

(57) Abstract 

The invention concerns an optoelectronic semiconductor component (1) comprising a chip carrier 
(3) which has an approximately flat surface (2) and on which an optoelectronic semiconductor chip (4) 
is secured with predetermined alignment of its optical axis (5). The component (1) further comprises 
a plastics material base part (6) which is associated with and supports the chip carrier (3). The 
semiconductor chip (4) is connected in an electrically conductive manner to at least two electrode 
connections (7, 8) passing through the base part (6), and a lens (10) engaging over the base part (6) is 
associated with the semiconductor chip (4). The lens (10) engaging over the base part (6) is part of an 
independent plastics material cap (1 1) comprising retaining means (13) for an interlocking mechanical 
connection to a support means (14) of the base part (6). When the cap (1 1) is placed on the base part 
(6), the retaining means (13) and support means (14) engage with each other. The retaining means (13) 
and support means (14) are designed such that, when the cap (11) is placed on the base part <6), they 
are automatically positioned relative to one another such that the optical axes (12. 5) of the lens (10) 
and of the semiconductor chip (4) disposed on the chip carrier (3) coincide at least approximately. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein optoelektronisches Halbleiter-Baueleraent (1), bestehend aus -einem eine annahemd ebene 
Chiptragerflache (2) aufweisenden Chiptrager (3), auf welcher ein optoelektronischer Halbleiterchip (4) mit vorbestimmter Ausrichtung 
seiner opuschen Achse (5) befestigt ist, und einem dem Chiptrager (3) zugeordneten und diesen abstUtzenden Sockeiteil (6), welches 
aus einem Kunststoffmaterial gefertigt ist, wobei der Halbleiterchip (4) elekmsch leitend mit wenigstens zwei durch -das Sockeiteil -(6) 
hindurchgefuhnen Elektrodenanschlussen (7, 8) vcrbunden ist. und dem Halbleiterchip (4) eine das Sockeiteil <6) ubergreifende Linse 
(10) zugeordnet ist. Die das Sockeiteil (6) ubergreifende Linse (10) ist als Teil einer eigenstandig gestalteten und aus Kunststoffmaterial 
gefertigten Kappe (U) ausgebildet, wobei die Kappe (11) ein HaJtemittel (13) fur eine formschlussig mechanische Verbindung mit einem 
Stutzjnittel (14) des Sockelteiles (6) aufweist. Bcim Aufsetzen der Kappe (11) auf das Sockeiteil (6) gelangen das Haitemittel (13) und 
das Srutzmittel (14) wechselweise miteinander in Eingriff. Das Haitemittel (13) und das Srutzmittel (14) sind derart -gestaltet. daB beim 
Aufsetzen der Kappe (1 1) auf das Sockeiteil (6) diese selbsrtaiig so zueinander positioniert wcrden. daB die optischen Achsen (12) der Linse 
(10) und des auf dem Chiptrager (3) angeordneten Halbleiterchips (4) wenigstens annahemd zusammenfallen. 
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Beschreibung 

Bezeichnung der Erfindung: 

VERKAPSELUNG EINES OPTOELEKTRONISCHEN HALBLEITER-BAUELEMENTS MIT EINEM 
OPTISCHEN ELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG 

Die Erfindung bezieht sxch auf ein optoelektronisches Halb- 
leiter-Bauelement, bestehend aus einem eine annahernd ebene 
Chiptragerf lache aufweisenden Chiptrager, auf welcher ein op- 
toelektronischer Halbleiterchip mit vorbestimmter Ausrichtung 
seiner optischen Achse befestigt ist, und einem dem Chiptra- 
ger zugeordneten und diesen abstlitzenden Sockelteil, welches 
aus einem Kunststof fmaterial gefertigt ist, wobei der Halb- 
leiterchip elektrisch leitend mit wenigstens zwei durch das 
Sockelteil hindurchgefiihrten Elektrodenanschliissen verbunden 
ist, und dem Halbleiterchip eine das Sockelteil ubergreif ende 
Linse zugeordnet ist. Die Erfindung bezieht sich ferner auf 
ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen optoelektroni- 
schen Halbleiter-Bauelementes . 

Die bisherigen optoelektronischen Halbleiter-Bauelemente, 
insbesondere solche mit hoheren Anf orderungen an die opti- 
schen Eigenschaf ten wurden im wesentlichen in. Metall-Glas- 
Gehausen gefertigt. Hierbei wurden als Chiptr&ger insbesonde- 
re aus Metall gefertigte Bodenplatten eingesetzt, die mit ei- 
ner Metallkappe mit eingepafiter Glaslinse montiert wurden. 
Durch diese Montage vermittels einem Metallgehause konnte zum 
einen ein hermetisch dichter Abschlufi des Gehauses gewahrlei- 
stet werden, und zum anderen eine Eignung des optoelektroni- 
schen Halbleiter-Bauelementes fur bestimmte Hochtemperaturan- 
wendungen ab etwa 150° Celsius zur Verfugung gestellt werden. 
Die Alterung des Halbleiterchips bei einer solchen Montageart 
war gering, da aufgrund des verwendeten Gehausetyps aus Me- 
tall im wesentlichen keine Belastung auf den Halbleiterchip 
aufgrund von unmittelbar umgebendem Material vorlag. Schliefi- 
lich konnten die optischen Eigenschaf ten des Halbleiter- 
Bauelementes aufgrund der in der Metallkappe eingefafiten 
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Glaslinse gunstig gestaltet werden. Als wesentlicher Nachteil 
der bisher hergestellten optoelektronischen Halbleiter- 
Bauelemente werden die aufgrund der relativ komplizierten 
Herstellung notwendigerweise einhergehenden erheblichen Ko- 
5 sten angesehen. Hierbei schlagt insbesondere die einen hohen 
Herstellungsaufwand erfordernde Metallkappe mit eingepafiter 
Glaslinse zu Buche. Fernerhin besitzen die in Metall-Glas- 
Gehausen montierten Halbleiter-Bauelemente aufgrund der rela- 
tiv grofi'zu veranschlagenden Justage- und Fertigungstoleran- 

10 zen Probleme, so daB solche optoelektronischen Halbleiter- 

Bauelemente in der Regel ungiinstigere Schielwinkel besitzen/ 
d.h. f ertigungsbedingte Abweichungen der optischen von der 
mechanischen Achse des Bauelements, so dafi solche Halbleiter- 
Bauelemente bei Applikationen, bei denen es auf enge Ab- 

15 strahl- bzw. Empf angscharakteristiken ankommt , nur bedingt 
einsetzbar sind. Bei den vorbekannten optoelektronischen 
Halbleiter-Bauelementen wirkt sich somit bei engeren Tole- 
ranzvorgaben ein groBeres Justagespiel bei der Montage au- 
Jlerst ungtinstig auf den erzielten Schielwinkel aus. 

20 

Darttber hinaus sind in Massenstttckzahlen gef ertigte Kunst- 
stof f-Leuchtdioden mit geringeren Anf orderungen an die opti- 
schen Qualitaten bekannt, bei denen das -Gehause bestehend aus 
Bodenplatte und Kappe in einem Verf ahrensgang gegossen und 

25 somit einteilig hergestellt werden. Dies stellt an sich eine 
gegeniiber Metall-Glas-Gehausen wesentlich kostengtinstigere 
Herstellungsart dar. Durch den einen Arbeitsgang der 
(drucklosen) Gufiherstellung ergeben sich jedoch zu hohe Ju- 
stagetoleranzen und damit hohe Schielwinkel, so daB solcher- 

30 mafien hergestellte optoelektronischen Halbleiterbauelemente 
fur spezielle Anwendungen lediglich ungenugende optische Ei- 
genschaften besitzen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein optoelektroni- 
35 sches Halbleiter-Bauelement zur Verfugung zu stellen, welches 
bei hohen Anf orderungen an die Justagetoleranzen und damit 
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Schielwinkel erheblich kostengiinstiger hergestellt werden 
kann. 

Diese Aufgabe wird durch ein optoelektronisches Halbleiter- 
Bauelement gemafi Anspruch 1 und ein Verfahren zur Herstellung 
eines optoelektronischen Halbleiter-Bauelementes nach An- 
spruch 15 gelost. 

Erf indungsgemafi ist vorgesehen, dafi die das Sockelteil uber- 
greifende Linse als Teil einer eigenstandig gestalteten und 
aus Kunststoff material gefertigten Kappe ausgebildet ist/ wo- 
bei die Kappe ein Haltemittel fiir eine f ormschliissig mechani- 
sche Verbindung mit einem Stiltzmittel des Sockelteiles auf- 
weist, derart, dafi beim Aufsetzen der Kappe auf das Sockel- 
teil das Haltemittel und das Stiltzmittel wechselweise mitein- 
ander in Eingriff gelangen, und das Haltemittel und das 
Stiltzmittel derart gestaltet sind, dafi beim Aufsetzen der 
Kappe auf das Sockelteil diese selbsttatig so zueinander po- 
sitioniert werden, dafi die optischen Achsen der Linse und des 
auf dem Chiptrager angeordneten Halbleiterchips wenigstens 
annahernd zusammenf alien. 

Dadurch, dafi das den Chiptrager abstiitzende Sockelteil und 
die auf den Sockelteil aufgesetzte Kappe mit der integriert 
ausgebildeten Linse als zwei separate, vermittels jeweils ei- 
nem Spritzgufivorgang hergestellte Kunststof f-Bauteile gef er- . 
tigt werden/ kann ein optoelektronisches Halbleiter-Bauele- 
ment iiri Vergleich zu den vorbekannten Bauelementen wesentlich 
kostengiinstiger, und zwar etwa urn den Faktor 10 kostengiinsti- 
ger hergestellt werden, ohne Einbufien in den optischen Eigen- 
schaften des Halbleiter-Bauelementes hinzunehmen. Die beiden 
separat gefertigten Bauteile konnen annahernd spielfrei 
selbsttatig zueinander gefugt werden, so dafi das erfindungs- 
gemafie Halbleiter-Bauelement lediglich geringste Justagetole- 
ranzen und damit geringste Schielwinkel besitzt. Das erf in- 
dungsgemafie optoelektronische Halbleiter-Bauelement eignet 
sich daher hervorragend far Anwendungen mit sehr engen Ab- 
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strahl- bzw. Empf angscharakteristiken . Die Herstellung der in 
der Kappe integrierten Linse aus Kunststoff ermbglicht dar- 
uber hinaus im Gegensatz zu Glaslinsen wesentllch genauer 
herstellbare Linsenformen und daher bessere optische Eigen- 
5 schaften der Linse. Durch eine geeignete Gestaltung von Kappe 
und Sockelteil kann erreicht werden, dafi beim Aufsetzen der 
Kappe auf das Sockelteil diese selbsttatig zueinander posi- 
tioniert bzw. zentriert werden. 

10 In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dafi Kappe und 
Sockelteil eine im wesentlichen zylindersymmetrische Quer- 
schnittsform aufweisen, deren Symmetrieachsen zueinander kon- 
zentrisch verlaufen und jeweils mit den optischen Achsen von 
Linse und Halbleiterchip zusammenf alien. Hierbei ist von Vor- 

15 teil vorgesehen, dafi das Haltemittel der Kappe und das Stutz- 
mittel des Sockelteiles ftir eine f ormschliissige Verbindung 
angepafit bzw. ausgebildet sind. Bei einer konkreten Ausge- 
staltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dafi das Halte- 
mittel und das Stutzmittel so ausgebildet sind, dafi beim Fu- 

20 gen von Kappe und Sockelteil diese selbsttatig so zueinander 
positioniert werden, dafi eine stabile, wenigstens annahernd 
spielfreie Symmetrielage von Kappe und Sockelteil gewahrlei- 
stet ist. 

25 Zur Unterstutzung der mechanischen Ausrichtung von Kappe und 
Sockelteil kann vorgesehen sein, dafi das Stutzmittel des Sok- 
kelteiles an seinem Aufienumfang eine umlaufende und das Hal- 
temittel der Kappe abstiitzende Wiederlagerf lache besitzt. 

30 Hierbei kann vorgesehen sein, dafi die der in axialer Richtung 
lbsbaren, f ormschltissig mechanischen Verbindung von Kappe und 
Sockelteil zugeordneten Halte- und Stutzmittel durch an bei- 
den Teilen umlaufend und wechselweise ausgebildete Vorspriinge 
und Nutausnehmungen gebildet sind, oder dafi die fur eine ge- 

35 genseitige Ausrichtung von Kappe und Sockelteil in Umfangs- 
richtung vorgesehenen Halte- und Stutzmittel durch zusatzli- 
che, an beiden Teilen wechselweise angeordnete radiale und in 



WO 97/12404 



PCT/DE96/01728 



5 . 

Umf angsrichtung begrenzt ausgebildete VorsprUnge und Ausneh- 
mungen gebildet sind. 

Zur selbsttatigen Festlegung der Befestigung von Kappe und 
Sockelteil kann vorgesehen sein, dafi das Haltemittel der Kap- 
pe mit einer federnden Auskragung versehen ist, die mit einer 
in dem Stutzmittel des Sockelteiles vorgesehenen Raste zur 
selbsttatigen Festlegung der Kappe und des Sockelteiles in 
einer Montagelage zugeordnet ist. 

Weiterhin kann zur weiteren Gestaltung der optischen Eigen- 
schaften des Bauelementes Oder lediglich zum Zwecke des 
Schutzes des Halbleiterchips vorgesehen sein, dafi der Halb- 
leiterchip mit einer Linsenabdeckung bzw. linsenf ormigen 
Chipabdeckung libergriffen ist, welche zwischen dem Sockelteil 
und der Kappe angeordnet bzw. befestigt ist, wobei die den 
Halbleiterchip ubergreif ende Linsenabdeckung aus einem licht- 
durchlassigen Kunststof fmaterial gefertigt ist, welches ins- 
besondere ein optisches Filtermaterial aufweist . 

Des weiteren kann das aus Kunststoff gefertigte Sockelteil 
ein Material zur Erhohung der Absorption von einf allendem 
Streulicht aufweisen, welches insbesondere mit schwarzer Far- 
be eingefarbt ist. Die Formgebung des aus Kunststoff gef-er- 
tigten Sockelteiles kann so gewahlt werden, dafi neben der 
Eignung zur Befestigung der Kappe ein Reflektor urn den Halb- 
leiterchip ausgebildet wird und die optischen Eigenschaf ten 
des Bauelementes in gunstiger Weise mit bestimrat warden. Fer- 
ner kann innerhalb des Sockelteiles ein dem Halbleiterchip 
zugeordneter Reflektor zur Verbesserung der Abstrahleigen- 
schaften des Bauelementes vorgesehen sein. 

Die Form der in der aus Kunststoff gefertigten Kappe inte- 
griert ausgebildeten Linse kann je nach gewiinschten optischen 
Eigenschaf ten des Bauelementes auf einf ache und kostenglinsti- 
ge Weise variabel gestaltet sein. So kann beispielsweise die 
Kappe eine integrierte Fresnellinse besitzen, so dafi von Vor- 
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teil optoelektronische Bauelemente mit besonders geringer 
Bauhohe und sehr engwinkligen Abstrahl- bzw. Empfangscharak- 
teristiken verwirklicht werden konnen. 

5 Insgesamt ermoglicht es die erf indungsgema&e Anordnung, die 
Optik des Bauelementes sehr dif f erenziert und genau zu ge- 
stalten. 

Bei einer besonders bevorzugten AusfUhrung der Erfindung be- 
10 steht das Material des Sockelteils aus einem hochtemperatur- 
festen, lotbestandigen Kunststpff , mit dem der Chiptr&ger und 
die Lotanschltisse bzw^ Elektrodenanschlusse umspritzt ist. 
Das. Kunststof fmaterial kann hierbei insbesondere ein Thermo- 
plast sein, wie beispielsweise LCP = Liquid Crystal Polymers, 
15 PPA = Polyphtalamid, oder Polysulfon oder dergleichen Materi- 
al. Dariiber hinaus sind als Kunststof fmaterial des Sockel- 
teils auch Duroplastmaterialien mSglich, die gegeniiber 
Thermoplasten in der Regel kostenungtinstiger sein werden und 
fur Hochtemperaturanwendungen weniger geeignet sein dttrften. 

20 

Das Material der Kappe, welche die Linse des Bauelementes in- 
tegriert umfafit, kann beispielsweise ein Polycarbonatmaterial 
sein, welches optisch klar und damit vollstandig durchsich- 
tig, oder zu Zwecken der Filterung von Licht bestimmter Viel- 
25 lenlange eingefarbt oder mit bestimmten absorptiven Materia- 
lien versehen sein kann. 

Das Material der den Halbleiterchip ubergreif enden Linsenab- 
deckung bzw. linsenf ormigen Chipabdeckung kann vorzugsweise 
30 Harz oder Silikon aufweisen. 

Das erf indungsgemafie Verfahren zur Herstellung des optoelek- 
trpnischen Bauelementes umfaflt in vorteilhaf ter Weise insbe- 
sondere folgende Schritte: 
35 - Fertigen des den Chiptrager und die wenigstens zwei Elek- 
trodenanschlusse umgebenden und diese abstiitzenden Sockeltei- 
les durch einen Spritzgufivorgang, 
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- Befestigen des optoelektronischen Halbleiterchips auf der 
annahernd ebenen Chiptragerf lache des ChiptrSgers durch Bon- 
den, • 

- Kontaktieren des optoelektronischen Halbleiterchips mit den 
wenigstens zwei durch das Sockelteil hindurchgef Uhrten Elek- 
troden a nschltissen, : 1 

- Aufset2en einer eigenstandig gestalteten und aus Kunst- 
stof fmaterial gefertigten Kappe, welche die das Sockelteil 
iibergreif ende Linse aufweist, auf das Sockelteil derart, dafi 
Kappe und Sockelteil selbsttatig so zueinander positioniert 
werden, daft die optischen Achsen der Linse und des auf dem 
Chiptrager angeordneten Halbleiterchips wenigstens annahernd 
zusammenf alien, und 

- dauerhaftes Befestigen der Kappe mit dem Sockelteil. 

Hierbei kann vorgesehen sein, dafi die eigenstandig gestaltete 
und aus Kunststof fmaterial gefertigte Kappe als separates 
Bauteil durch einen SpritzguBvorgang hergestellt wird. Die 
Herstellung des Sockelteiles wird vorzugsweise durch einen 
Sprit zguBvorgang eines Chiptragers aus einer Vielzahl von in 
einem Chiptragerband auf einanderf olgend angeordneter Chiptra- 
ger durchgefUhrt . Die Trennung eines optoelektronischen Halb- 
leiter-Bauelementes von einem Chiptragerband erfolgt erst 
nach erfolgter Herstellung des Sockelteiles, Befestigung des 
Halbleiterchips auf der Chiptragerf lache durch Bonden, sowie 
Kontaktierung des Halbleiterchips mit den Elektrodenanschlus- 
sen. Das umspritzte Tragerband kann endlos hergestellt und 
verarbeitet werden, sogenannte Reel-to-reel-Technik . Auf die- 
se Weise kann insgesamt eine kostenglinstige Montage des Bau- 
elementes mit sehr engen elektrooptischen Parametertoleranzen 
verwirklicht werden. 

Weitere Merkmale, Vorteile und ZweckmaBigkei ten der Erfindung 
ergeben sich aus der nachf olgenden Beschreibung von AusfUh- 
rungsbeispielen anhand der Zeichnung. Es zeigt: 
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Fig. 1 eine schema tische Schnittansicht eines optoelektroni- 
schen Halbleiter-Bauelementes gemafl einem Ausfiihrungsbeispiel 
der Erfindung; 

5 Fig. 2A eine schematische Schnittansicht eines Sockelteiles 
und eines Chiptragers bei einem optoelektronischen Halblei- 
ter-Bauelement gemaft einem weiteren Ausfahrun^^b^i^pi^l der 
Erfindung; 

10 Fig. 2B eine schematische Draufsicht des in Fig. 2A darge- 
stellten optoelektronischen Halbleiter-Bauelementes; 

Fig. 3A eine schematische Schnittansicht einer Kappe mit in- 
tegriert ausgebildeter Linse eines optoelektronischen Halb- 
15 leiter-Bauelementes gemafi einem weiteren Ausf lihrungsbeispiel 
der Erfindung; 

Fig. 3B eine schematische Schnittansicht eines Sockelteils 
gemali dem weiteren Ausf Uhrungsbeispiel der Erfindung; 

20 

Fig. 3C eine schematische Draufsicht des in Fig. 3B darge- 
stellten Sockelteiles; und 

Fig. A eine schematische Ansicht eines Chiptragerbandes zur 
25 Herstellung eines optoelektronischen Halbleiter-Bauelementes 
. gemafl der Erfindung. 

Die Figuren zeigen ein optoelektronisches Halbleiter-Bauele- 
ment 1 mit einem eine annahernd ebene Chiptrager f lache 2 auf- 

30 weisenden Chiptrager 3, auf welcher ein optoelektronischer 
Halbleiterchip 4 mit vorbestimmter Ausrichtung seiner opti- 
schen Achse 5 befestigt ist, und einem dem Chiptrager 3 zuge- 
ordneten und diesen abstiitzenden Sockelteil 6, welches aus 
einem Kunststof fmaterial gefertigt ist. Der optoelektronische 

35 Halbleiterchip 4 ist elektrisch leitend mit zwei durch das 

Sockelteil 6 hindurchgef Uhrten Elektrodenanschlussen 7 und 8 
verbunden, wobei in der Fig. 1 ein Kontaktdraht 9 die Verbin- 



WO 97/12404 PCT/DE96/01728 

9 

dung des Halbleiterchips 4 mit dem einen ElektrodenanschluB 7 
bewirkt, und die elektrische Verbindung mit dem anderen Elek- 
. trodenanschluB 8 durch Bondverbindung der elektrisch lei ten- 
den Unterseite des Halbleiterchips 4 mit der Chiptragerf lache 
5 2, welche einstuckig mit dem anderen ElektrodenanschluB 8 

ausgebildet_-ist- r ^ewerJcsteiligt-JLS-t — Di^~xur^ptJ.schen_-Abbil--^..- 

dung des Halbleiterchips 4 vorgesehene Linse 10 ist als Teil 
einer eigenstandig gestalteten und vorzugsweise aus Polycar- 
bonat gefertigten Kappe 11 ausgebildet, die so auf das Sok- 

10 kelteil 6 aufgesetzt ist, daB die optische Achse 12 der Linse 
10 mit der optischen Achse 5 des auf dem Chiptrager 3 ange- 
brachten Halbleiterchips 4 zusammenf allt . Hierzu besitzt die 
Kappe 11 ein Haltemittel 13 fur eine f ormschlussig mechani- 
sche Verbindung mit einem Stutzmittel 14 des Sockelteils 6, 

15 derart, daB beim Aufsetzen der Kappe 11 auf das Sockelteil 6 
das Haltemittel 13 und das Stutzmittel 14 wechselweise mit- 
einander in Eingrif f gelangen . Kappe 11 und Sockelteil 6 be- 
sitzen eine im wesentlichen zylindersymmetrische Quer- 
schnittsf orm, deren Zylindersymmetrieachsen konzentrisch zu- 

2 0 einander verlaufen und jeweils mit den optischen Achsen 5 und 
12 von Linse 10 und Halbleiterchip 4 zusammenf alien . Der In- 
nendurchmesser des Haltemittels 13 ist bei der in Fig. 1 dar- 
gestellten Ausfiihrung wenigstens annahernd identisch mit dem 
AuBendurchmesser des Stiitzmittels 14, so daB Haltemittel 13 

2 5 und Stutzmittel 14 flir eine formflussige Verbindung angepafit 
und ausgebildet sind. Zur definierten Abstlitzung der Kappe 11 
auf dem Sockelteil 6 besitzt das Stutzmittel 14 des Sockel- 
teiles 6 an seinem AuBenurafang eine umlaufende und das Halte- 
mittel 13 der Kappe 11 abstiitzende Wiederlagerf lache IS. 

30 Durch diese Ausbildung konnen beim FUgen von Kappe 11 und 
Sockelteil 6 diese selbsttatig so zueinander positioniert 
werden, daB eine stabile, annahernd spielfreie S ymmetrielage 
von Kappe 11 und Sockelteil 6 gewahrleistet ist, so daB das 
erf indungsgemaBe optoelektronische Bauelement 1 geringste Ju- 

35 stagetoleranzen und damit optische Schielwinkel besitzt, und 
somit insbesondere fur Anwendungen mit sehr en-gen Abstrahl- 
bzw. Empf angscharakteristiken geeignet ist. 
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Der Halbleiterchip 4 ist mit einer aus Harz oder Silikon be- 
stehenden Schutz- bzw. Linsenabdeckung 16 iibergriffen, welche 
zwischen dem Sockelteil 6 und der Kappe 11 bef esti^t • ist . 

5 

Ein in dem Sockelteil 6 ausgebildeter Reflektor, der dejrn 
Halbleiterchip 4 zugeordnet ist und die Abstrahlcharakteri- 
stik bzw. Empf angscharakteristik mitbestimmt , ist mit dem Be- 
zugszeichen 17 angedeutet. 

10 

Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausf uhrungsbeispiel der Er- 
findung kann die dauerhafte stabile Befestigfung der auf das 
Sockelteil 6 aufgesetzten Kappe 11 durch eine Klebeverbindung 
oder Schweifiverbindung erfolgen. Demgegenttber zeigen die Fig. 

15 3A bis 3C ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel eines erfindungs- 
gemaBen optoelektronischen Bauelementes, bei dem nach dem 
Aufsetzen der Kappe 11 auf das Sockelteil 6 eine selbsttatige 
Festlegung einer dauerhaften und sicheren Befestigung durch 
einen SchnappverschluB erfolgen kann. Hierzu ist das Halte- 

20 mittel 13 der Kappe 11 mit einer federnden Auskragung 18 ver- 
sehen, die mit einer in dem StUtzmittel 14 des Sockelteiles 6 
vorgesehenen Raste 19 zur selbsttatigen Festlegung der Kappe 
11 und des Sockelteils 6 in . einer montierten Lage zusammen- 
wirkt. 

25 

Weiterhin sind bei dem Ausf Uhrungsbeispiel nach den Fig. 3A 
bis 3C Mafinahmen ersichtlich, die eine zuverlassige selbstta- 
tige Positionierung beim Zusaramenf Ugen von Kappe 11 und Sok- 
kelteil 6 unterstutzen. Beispielsweise sind die der in axia- 
30 ler Richtung losbaren, f ormschlussig mechanischen Verbindung 
von Kappe 11 und Sockelteil 6 durch an beiden Teilen von Hal- 
temittel 13 und Stutzmittel 14 umlaufend oder in Umfangsrich- 
tung begrenzt und wechselweise ausgebildete Vorspriinge 20 und 
Vertiefungen 21 vorgesehen. 

35 

Im folgenden wird das erf indungsgemafie Verfahren zur Herstel- 
lung eines optoelektronischen Halbleiter-Bauelementes 1 gemaB 
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einem bevorzugten AusfUhrungsbeispiel naher erlautert. Die 
Fertigung geht aus von einem gemafi Fig. 4 dargestellten Chip- 
tragerband 22, welches endlos hergestellt und verarbeitet 
werden kann (Reel-to-reel-Technik) Zunachst werden in einem 
Prageschritt zur Herstellung glatter und sauberer Oberflachen 
die Chiptragerflachen 2 gefertigt, auf welche die Halbleiter- 
chips 4 befestigt werden sollen. Daran anschliefiend werden 
die Bereiche der Chiptrager 3 und Elektrodenanschlttsse 7 und 
8 einem Galvanikarbeitsgang unterzogen, bei dem beispielswei- 
se zunachst Nickel, und anschliefiend Silber aufgetragen wer- 
den. Sodann wird als nachster Heirstellungsschritt das Sockel- 
teil 6 durch Umspritzen des Chiptragers 3 und der Elektroden- 
anschltisse 1 und 8 mit einem Thermoplastmaterial gefertigt. 
Hierbei wird das Thermoplastmaterial zur Vermeidung von Lun- 
ker- und Einschlufibildung unter Druck in eine Spritzgufif orm 
eingebracht, welche die gewttnschte vorbestimmte Gestaltung 
des Sockelteils besitzt. Daran anschliefiend wird der Halblei- 
terchip 4 auf der Chiptragerf lache 2 durch Bonden, insbeson- 
dere Kleben, befestigt- Gegebenenf alls werden Bonddrahte zur 
Kontaktierung des Halbleiterchips 4 mit einem Elektrodenan- 
schlufi verbunden. Nach diesem Herstellungsschritt kann, immer 
noch am endlosen Chiptragerband 22, zum Schutz oder zur Ge- 
staltung der Optik eine den Halbleiterchip 4 ubergreif ende 
Linsenabdeckung 16 durch Spritzgiefien eines geeigneten licht- 
durchlassigen oder mit einem Filtermaterial versehenen Kunst- 
stof fmaterials hergestellt werden. Daran anschliefiend wird/ 
nachdem die einzelnen Chiptrager 3 mit ausgebildetem Sockel- 
teil 6 und auf gebrachter Chipabdeckung 16 von dem Chiptrager- 
band 22 getrennt wurden, die als eigenstandig gestaltete und 
aus Polycarbonat gefertigte Kappe li mit integrierter Linse 
10 auf das Sockelteil 6 derart aufgesetzt, dafi Kappe 11 und 
Sockelteil 6 selbsttatig so zueinander positioniert werden, 
dafi die optischen Achsen 5 und 12 zusammenf alien . 
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Patentanspruche 

1. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1), bestehend 
aus einem eine annahernd ebene Chiptragerf lache (2) aufwei- 
5 senden Chiptrager (3) , auf welcher ein optoelektronischer 

Halbleiterchip (4) mit vorbestimmter Ausrichtung seiner opti- 
schen Achse (5) befestigt ist, und einem dem Chiptrager (3) 
zugeordneten und diesen abstiitzenden Sockelteil (6), welches 
aus einem Kunststof fmaterial gefertigt ist, wobei der Halb- 

10 leiterchip (4) elektrisch leitend mit wenigstens zwei durch 
das Sockelteil (6) hindurchgef iihrten Elektrodenanschlussen 
(7, 8) verbunden ist, und dem Halbleiterchip (4) eine das 
Sockelteil (6) Ubergreif ende Linse (10) zugeordnet ist, 
dadurch gekennzeichnet , dafi 

15 die das Sockelteil (6) Ubergreif ende Linse (10) als Teil ei- 
ner eigenstandig gestalteten und aus Kunststof fmaterial ge- 
fertigten Kappe (11) ausgebildet ist, wobei die Kappe (11) 
ein Haltemittel (13) fiir eine. f ormschlUssig mechanische Ver- 
bindung mit einem Sttttzmittel (14) des Sockelteiles (6) auf- 

20 weist, derart, dafi beim Aufsetzen der Kappe (11) auf das Sok- 
kelteil (6) das Haltemittel (13) und das Stutzmittel (14) 
wechselweise miteinander in Eingriff gelangen, und das Halte- 
mittel (13) und das Stutzmittel (14) derart gestaltet sind, 
daft beim Aufsetzen der Kappe (11) auf das Sockelteil (6) di-e- 

25 se selbsttatig so zueinander positioniert werden, da£ die op- 
tischen Achsen (12) der Linse (10) und des auf dem Chiptrager 
(3) angeordneten Halbleiterchips (4) wenigstens annahernd zu- 
sammenf alien • 

3 0 2. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1) nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dafi Kappe (11) und Sockelteil (6) 
eine im wesentlichen zylindersymmetrische Querschni ttsf orm 
aufweisen, deren Symmetrieachsen zueinander konzentrisch ver- 
laufen und jeweils mit den optischen Achsen (5, 12) von Linse 

35 (10) und Halbleiterchip (4) zusammenf alien . 
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3. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1) nach Anspruch 
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi das Haltemittel (13) 
der Kappe (11) und das StUtzmittel (14) des Sockelteiles (6) 
flir eine f ormschlUssige Verbindung angepaBt bzw. ausgebildet 
sind. 

4. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1) nach Anspruch 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet , dafi das Haltemittel (13) und 
das Stutzmittel (14) so ausgebildet sind, dafi beim FUgen von 
Kappe (11) und Sockelteil (6) diese selbsttatig so zueinander 
positioniert werden, dafi eine stabile, wenigstens annahernd 
spielfreie Symmetrielage von Kappe (11) und Sockelteil (6) 
gewahrleistet ist. 

5. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1) nach Anspruch 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafi das StUtzmittel (14) des 
Sockelteiles (6) an seinem Aufienumfang eine umlaufende und 
das Haltemittel (13) der Kappe (11) abstUtzende Wiederlager- 
flache (15) besitzt. 

6. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1) nach Anspruch 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafi die der in axialer Rich- 
tung losbaren, f ormschltissig mechanischen Verbindung von Kap- 
pe (11) und Sockelteil (6) zugeordneten Halte- (13) und 
StUtzmittel (14) durch an beiden Teilen umlaufend und wech- 
selweise ausgebildete VorsprUnge (20) und Nutausnehmungen 
(21) gebildet sind. 

7. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1) nach Anspruch 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafi die fUr eine gegenseiti- 
ge Ausrichtung von Kappe (11) und Sockelteil (6) in Umfangs- 
richtung vorgesehenen Halte- (13) und StUtzmittel (14) durch 
zusatzliche, an beiden Teilen wechselweise angeordnete radia- 
le und in Umf angsrichtung begrenzt ausgebildete VorsprUnge 
(20) und Ausnehmungen (21) gebildet sind. 
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8. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1) nach Anspruch 
1 bis 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Haltemittel (13) der 
Kappe (11) mit einer federnden Auskragung (18) versehen ist, 
die mit einer in dem Stiitzmittel (14) des Sockelteile.s (6) 

5 vorgesehenen Raste (19) zur selbsttatigen Festlegung der Kap- 
pe (11) und des Sockelteiles (6) in einer Montagelage zuge- 
ordnet ist . 

9. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1) nach Anspruch 
10 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daft das Sockelteil (6) aus 

einem Hochtemperaturkunststof f hergestellt ist. 

10. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1) nach An- 
spruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB das Sockelteil 

15 (6) aus einem thermoplastischen Kunststof f , insbesondere aus 
Liquid Crystal Polymers, oder Polyphtalamid, oder Polysulfon 
hergestellt ist- 

11. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement ( 1 ) nach An- 

20 spruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiter- 
chip (4) mit einer Linsenabdeckung (16) Ubergriffen ist, wel- 
che zwischen dem Sockelteil (6) und der Kappe (11) angeordnet 
bzw. befestigt ist. 

25 12. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1) nach An- 
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB die den Halbleiterchip 
(4) iibergreif ende Linsenabdeckung (16) aus einem lichtdurch- 
lassigen Kunststof fmaterial gefertigt ist, welches insbeson- 
dere ein optisches Filtermaterial aufweist. 

30 

13. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1) nach An- 
spruch 1 bis 12/ dadurch gekennzeichnet, daB das aus Kunst- 
stof f gefertigte Sockelteil (6) ein Material zur Erhohung der 
Absorption von einfallendem Streulicht aufweist, und insbe- 
35 sondere mit schwarzer Farbe eingefarbt ist. 
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14. Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement (1) nach An- 
spruch 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet , daJJ innerhalb des 
Sockelteiles (6) ein dem Halbleiterchip . (4) zugeordneter Re- 
flektor (17) vorgesehen ist. 

5 

15. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Halb- 
leiter-Bauelementes (1), bestehend aus einem eine annahernd 
ebene Chiptragerf lache (2) aufweisenden Chiptrager (3), auf 
welcher ein optoelektronischer Halbleiterchip (4) mit vorbe- 

10 stimmter Ausrichtung seiner optischen Achse (5) befestigt 

ist, und einem dem Chiptrager (3) zugeordneten und diesen ab- 
sttitzenden Sockelteil (6), welches aus einem Kunststof fmate- 
rial gefertigt ist, wobei der Halbleiterchip (4) elektrisch 
leitend mit wenigstens zwei durch das Sockelteil (6) hin- 

15 durchgefiihrten Elektrodenanschlussen (7, 8) verbunden ist, 

und dem Halbleiterchip (4) eine das Sockelteil (6) ubergrei- 
fende Linse (10) zugeordnet ist, 
gekennzeichnet durch die Schritte: 

- Fertigen des den Chiptrager (3) und die wenigstens zwei 

20 Elektrodenanschllisse (7, 8) umgebenden und diese absttttzenden 
Sockelteil (6) durch einen SpritzguBvorgang, 

- Befestigen des optoelektronischen Halbleiterchips (4) auf 
der annahernd ebenen Chiptragerf lache (2) des Chiptragers (3) 
durch Bonden, 

25 - Kontaktieren des optoelektronischen Halbleiterchips (4) mit 
den wenigstens zwei durch das Sockelteil (6) hindurchgeftthr- 
ten Elektrodenanschliissen (7, 8), 

- Aufsetzen einer eigenst&ndig gestalteten und aus Kunst- 
stof fmaterial gefertigten Kappe (11), welche die das Sockel- 

30 teil (6) ubergreifende Linse (10) aufweist> auf das Sockel- 
teil (6) derart, daB Kappe (11) und Sockelteil (6) selbstta- 
tig so zueinander positioniert werden, daB die optischen Ach- 
sen (5, 12) der Linse (10) und des auf dem Chiptrager (3) an- 
geordneten Halbleiterchips (4) wenigstens annahernd zusammen- 

35 fallen, und 

- dauerhaftes Befestigen der Kappe (11) mit dem Sockelteil 
(6). 
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16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daii 
die eigenstandig gestaltete und aus Kunststof fmaterial gefer- 
tigte Kappe (11) als separates Bauteil durch einen SpritzguU- 

5 vorgang hergestellt wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeich- 
net, daJi zwischen dem Sockelteil (6) und der Kappe (11) eine 
den Halbleiterchip (4) iibergrelf ende Linsenabdeckung (16) 

10 hergestellt wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 15 bis 17, dadurch gekennzeich- 
net, dafc die Herstellung des Sockelteiles (6) durch einen 
SpritzguBvorgang eines Chiptragers (3) aus einer Vielzahl von 

15 in einem Chiptragerband (22) auf einanderf olgend angeordneter 
Chiptrager (3) durchgeftthrt wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet , dafi 
die Trennung eines einzelnen optoelektronischen Halbleiter- 

2 0 Baueleraentes (1) von dem Chiptragerband (22) erst nach er- 
folgter Herstellung des Sockelteiles (6), Befestigung des 
Halbleiterchips (4) auf der Chiptragerf lache (2) durch Bon- 
den, sowie Kontaktierung des Halbleiterchips (4) mit den 
Elektrodenanschliissen (7, 8) erfolgt. 

25 
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Siehe Anhang Patentfamilie 



' Bcsonderc Katcgoncn von angegebenen Veroffentli Chun gen 
"A* VerdfTentlichung, die den allgemeinen Stand der Techrak defi inert, 
aber nicht als besonders bedcuttam anzuschen ist 

*E" il teres Dokument. das jedoch erst am oder nach dem internal! onal en 
Anmclde datum veroffenUtcbt worden trt 

"L* Veroffentlichung, dae goeignct ist, cinen Phoritatsampruch zweifelhafl er- 
schanen zu lassen, Oder durch die das Vcroffentiichungsdatum einer 
anderen im Rechca chenba icht genannten Veroffentlichung bclcgt werden 
soil oder die a us anem anderen besondercn Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O* Veroffentlichung, die rich auf cane mundltchc Onenbarung, 

one Benutzung, cine Ausstdlung oder andcre Mafinahmen bezaeht 

"P* Veroffentlichung, die vor dem international en Anmeldedatum, aber nach 
dem bcanspruchten Priori tatsdatum verbffentiicht worden tst 



*T" Spate re Veroffentlichung, die nach dem intcmatonaJcn Anmeldedatum 
oder dem Pnon tatsdatum verofTentucht worden ist und nut der 
Anroeldung rucht koHidiert, sondem nur zumVerstandnjs des der 
Erfindung zugrandcucgenden Pnnzips oder dcr ihr zugrundciiegenden 
Theorie angegeben ist 

'X* Veroffendichung von besoodercr Bedeutung; die beampruchte Erfindung 
kann aUan aufgrund dieser V«r6fTentlichung rucht als ncu oder auf 
ernnderischcr Tab gkcit beruhend becrachtet werden 

*Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beampruchte Erfindung 
karm nicht als auf erfindenscher Tabgkeat beruhend betrmchtet 
werden, werm die VerofTenti ichung nut eaner oder mehreren anderen 
VerofTcnd ichungen dieser Kate gone in Verbtndung gebrachi wird und 
dieae Verbindung fur onen Fachmann nahedicgend ist 

'&' Veroffend ichung, die Mitglied dersclbcn Patentfanuhe ist 
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